Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si

Tehnologia Informatiei

Micro si Nanoelectronica (MN)

Anul 1 Semestrul 1

. Ore/saptamana Total ore Forma
g‘l; Denumirea disciplinei disc'I;;)l;iné El(\ngS C S L p | cp Activitati | Stud. de
) asistate | Ind. | evaluare
Discipline obligatorii (Ob)
1 |Modelarea avansata a tranzistoarelor MOS DA 3 1.00 1.00 28.00 47.00 \Y
’ ?:g;iigea si caracterizarea experimentala a microstructurilor DA 4 1200 1.00 42.00 58.00 B
3 | Circuite analogice pentru microelectronica DS 4 12.00 1.00 42.00 58.00 E
4 | Procesare digitala in microsisteme DA 4 12.00 1.00 42.00 58.00 E
5 |Proiect de cercetare-documentare DS 3 2.00 28.00 47.00 \Y
6 |Etica si integritate academica DC 2 1.00 14.00 36.00 A%
7 | Cercetare stiintifica si practica 1 DA 10 12.00 250.00 \Y
Lo ECTS/Ore: 8 0 2 4 12 Ex. | Ver.
Statistici: — 30 196 554
Numar: 5 0 2 3 1 3 4
Discipline facultative (F)
8 | Proiectarea si managementul programelor educationale DC 5 2.00|1.00 42.00 83.00 E
Discipline obligatorii 26
TOTAL NUMAR DE ORE Discipline optionale 0
Discipline facultative 3




Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si

Tehnologia Informatiei

Anul 1 Semestrul 2

. Ore/saptamana Total ore Forma
(lj*l; Denumirea disciplinei diS(zl;;)I;iné ElngS clslic!lelcp Activitati | Stud. de
’ asistate | Ind. |evaluare
Discipline obligatorii (Ob)
1 féginelicéarlgieilccércuitelor integrate de precizie in tehnologii DA 4 1200 1.00 42.00 58.00 B
2 | Functiile dispozitivelor semiconductoare DA 5 |(2.00 1.00 42.00 83.00 E
3 | Biosenzori integrati DA 4 1.00 2.00 42.00 58.00 E
4 | Modelarea avansata a circuitelor analog-digitale DA 4 12.00 1.00 42.00 58.00 E
5 |Proiect de cercetare-dezvoltare DS 3 2.00 28.00 47.00 \Y
6 | Cercetare stiintifica si practica 2 DA 10 12.00 250.00 \%
L. ECTS/Ore: 7 0 4 3 12 Ex. | Ver.
Statistici: Numar: 30 4 0 3 2 1 196 554 4 2
Discipline facultative (F)
7 | Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor DC 5 2.00|1.00 42.00 83.00 E
8 | Consiliere si orientare DC 5 1.00 | 2.00 42.00 83.00 E
Discipline obligatorii 26
TOTAL NUMAR DE ORE Discipline optionale 0
Discipline facultative 6




Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si

Tehnologia Informatiei

Anul 2 Semestrul 1

. Ore/saptamana Total ore Forma
(lj*l; Denumirea disciplinei diS(zl;;)I;iné ElngS clslic!lelcp Activitati | Stud. de
’ asistate | Ind. |evaluare
Discipline obligatorii (Ob)
1 | Procese nanotehnologice avansate DA 4 12.00 2.00 56.00 44.00 E
) %\r/lltoe(;erll;zea proceselor de fabricatie pentru proiectarea circuitelor DA 3 200 1.00 42.00 33.00 B
3 | Dispozitive nanoelectronice DS 4 2.00 1.00 42.00 58.00 E
4 | Proiectarea circuitelor integrate analogice DA 3 |(2.00 1.00 42.00 33.00 E
5 |Tranzistoare pe filme organice si nanocompozite DA 4 2.00 28.00 72.00 E
6 | Proiect integrator de cercetare DS 2 1.00 14.00 36.00 \%
7 | Cercetare stiintifica si practica 3 DA 10 12.00 250.00 A%
L. ECTS/Ore: 10 | O 1 5 12 Ex. | Ver.
Statistici: — 30 224 526
Numar: 5 0 1 4 1 5 2
Discipline facultative (F)

8 ](?Iil(i%(;;i:l:]% I(;lf}f;l;l;iﬁll;(i);iﬁ(i{;ﬁoltérii n didactica specializarii DC 5 12001]1.00 42.00 83.00 B
9 |Educatie interculturala DC 5 1.00]2.00 42.00 83.00 E

Discipline obligatorii 28

TOTAL NUMAR DE ORE Discipline optionale 0

Discipline facultative 6




Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si

Tehnologia Informatiei

Anul 2 Semestrul 2

Ore/saptamana Total ore
Nr. Tip Nr. b Forma

Denumirea disciplinei LN : Activitati | Stud de
crt. disciplina | ECTS b :
1scipit C|S|L|P| CP asistate | Ind. |evaluare

Discipline obligatorii (Ob)

1 | Practica, cercetare si elaborare disertatie DA 30 28.00 750.00 \Y
L. ECTS/Ore: 0{0|0|0]| 28 Ex. | Ver.
Statistici: - 30 0 750
Numar: 0/0{0|0]| 1 0] 1
Discipline facultative (F)
) Practlca pec‘lagoglca de specialitate Tn invatamantul preuniversitar (invatamant DC 5 4200 125.00 v
liceal, postliceal)
3 | Examen de absolvire: Nivelul 11 DC 5 || ] 12500 E
Discipline obligatorii 28
TOTAL NUMAR DE ORE Discipline optionale 0

Discipline facultative 0




Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si

Tehnologia Informatiei

Continuturi discipline

Titulari

Disciplina Titulari curs . Continut
aplicatii
Modelarea avansata a Prof. Dr. Lidia | Prof. Dr. Lidia | Introducere
tranzistoarelor MOS Dobrescu Dobrescu 1.1. Tematica cursului

1.2. Prezentare generala a obiectivelor specifice

1.3. Prezentarea generala a laboratorului

2. Modelarea tranzistorului MOS

2.1. Modele fizice generale

2.2. Elemente constructive si de polarizare

2.3. Aproximatii folosite Tn modelare

2.4. Modele statice in inversie puternica

3. Tipuri avansate de tranzistoare MOS

3.1.Tranzistoare MOS de putere, topologii lowside si highside.
3.2. Microcapacitorul mecanic variabil

3.3.Tranzistoare FINFET

3.4. Tranzistoare MOS pe suport izolant (SOI)

3.5.Trench Gate MOS

4. Solutii avansate de proiectare

4.1. Cresterea pantei tranzistorului MOS

4.2. Metoda Id/gm

4.3. Particularitati introduse de reducerea lungimilor canalului si miniaturizare
4.3.Tehnologii de varf in domeniul tranzistoarelor MOS cu dimensiuni submicronice;
5. Medii de modelare si simulare

5.1. Ansamblul simulatoarelor SPICE

5.2. Mediul CADENCE

5.3. Ssimulatorul LTSpice

5.4 Microcap 12




Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si

Tehnologia Informatiei

Disciplina Titulari curs Tltfllar.l. Continut
aplicatii

5.5. Simulatoare Matlab MOS
5.5.Biblioteci si atasarea modelelor la simulatoare
6. Modele predictive

Modelarea si caracterizarea | Prof. Dr. Prof. Dr. Componenta electronica activa

experimentala a Dragos Dragos 1.1. Componente electronice

microstructurilor integrate Dobrescu Dobrescu 1.2. Functiile electronice elementare

1.3. O incercare de delimitare a domeniului electronicii

Teorema conductiei electrice neliniare(TCEN)

2.1. Observatii asupra functiilor matematice care descriu conductia electrica neliniara
2.2. Legea fenomenelor de conductie electrica

2.3. Teorema conductiei electrice neliniare

2.4. Exemple de aplicare a TCEN

Conductie electrica neliniara in semiconductoare omogene

3.1. Fenomene de transport al sarcinilor electrice in semiconductoare
3.2. Mobilitatea purtatorilor de sarcina

3.3. Tranzistorul cu efect de camp cu jonctiune

Extragerea optimala a parametrilor de model a structurilor semiconductoare integrate
4.1. Definirea parametrilor de model

4.2. Masurarea experimentala a parametrilor de model

4.3. Metode de extragere optimala a parametrilor de model

4.4. Validarea parametrilor prin simularea circuitelor integrate
Capacitorul MOS. Jonctiunea indusa de camp.

5.1. Fenomene fizice Tn capacitorul MOS

5.2. Modele analitice pentru capacitorul MOS

5.3. Regimul dinamic al capacitorului MOS

Jonctiunea cu poarta

6.1. Tensiunea de prag a capacitorului MOS in regim de neechilibru
6.2. Regimul dinamic al capacitorului MOS 1n regim de neechilibru
6.3. Caracteristica electrica statica a jonctiunii cu poarta




Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si

Tehnologia Informatiei

Disciplina

Titulari curs

Titulari
aplicatii

Continut

Modele avansate ale tranzistoarelor MOS din structuri integrate

7.1. Modele statice in inversie puternica (peste prag) si in inversie slaba (sub prag)

7.2. Efecte de canal scurt

7.3. Modele unificate

7.3.1. Modelul Tsividis

7.3.2. Modelul EKV

7.3.3. Modelul ENSERG

7.3.4. Modelul Rusu

7.4. Regimul dinamic al tranzistorului MOS

Aplicarea TCEN pentru modelarea comportamentului asimptotic al unor dispozitive
semiconductoare

Realizarea unei teme de proiect la libera alegere privind modelarea si/sau simularea unui
dispozitiv sau circuit electronic sau a unui microsistem integrat. Tema poate fi o extindere a
proiectului de diploma sau o portiune din preocuparile stiintifice de serviciu.

Verificare proiect

Circuite analogice pentru
microelectronica

Prof. Dr. Lidia
Dobrescu

Prof. Dr. Lidia
Dobrescu

1. Introducere

1.1. Tematica cursului

1.2. Prezentare generala a obiectivelor specifice

1.3. Prezentarea generala a proiectului

2. Configuratii de baza cu tranzistoare MOS si bipolare si etaje de amplificare cu

(sursa comund, poarta comund, drena comuna, sarcina distribuita cu iesire din drena sau
din sursa,, respectiv emitor comun, baza comuna, repetor pe emitor, sarcina distribuita cu
iesire din colector sau emitor)(Parteal)

3.Reactia negativa si simularea circuitelor cu reactie(Parteal)

3.1. Structura amplificatoarelor cu reactie

3.2. Caracteristicile reactiei negative

3.3 Topologii de amplificatoare

4.0scilatoare (Parteal)

Puntea Wien




Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si
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Disciplina

Titulari curs

Titulari
aplicatii

Continut

Proiectarea unui oscilator cu frecventa si tip de bucla de reactie pozitiva impusa,
verificarea conditie de oscilatie,

5. Stabilizatoare(Parteal)

6. Referinte de tensiune (Partea 2)

7. Arhitectura Brokaw(Partea 2)

8.Tehnici de compensare PTAT, CTAT(Partea 2)

Procesare digitala in
microsisteme

Prof. Dr.
Monica
Dascalu

Prof. Dr.
Monica
Dascalu

Introducere — specificul domeniului

Limbajul Verilog HDL

Tehnici si algoritmi de procesare numerica

Tehnici si algoritmi de procesare digitala a semnalelor
Metode de inteligenta artificiala

Conectivitate, conversia datelor si standarde

Solutii hardware in functie de tipul de procesare
Prezentarea platformei experimentale si a mediului de proiectare
Verilog

Elaborarea diverselor module componente

Analiza de timing

Prezentarea proiectului

Proiect de cercetare-
documentare

Colaborator Dr.

Tulian Busu

Colaborator Dr.

Tulian Busu

Analiza solutiilor de proiectare a etajelor diferentiale
Proiectarea etajelor cu tranzistoare bipolare
Proiectarea etajelor cu tranzistoare MOS

Sarcini active si pasive

Etica si integritate
academica

S.l./Lect. Dr.
Mircea
Tobosaru

I. Prezentarea cursului: scop, structura, conditii de absolvire.

II. Notiuni introductive: morala, etica, etica aplicata, metaetica, etica academica.

III. Orizontul disciplinei.

L. Principalele traditii etice (autori, texte de bazd, discutie criticd): deontologism,
utilitarism, etica virtutii.

II. Coduri etice universitare si coduri deontologice profesionale. Explicarea valorilor si




Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si

Tehnologia Informatiei

Disciplina

Titulari curs

Titulari
aplicatii

Continut

principiilor etice centrale din Codul etic al UPB.

II1. Rolurile academice, drepturile si responsabilitdtile asociate.

L. Plagiatul, autoplagiatul.

I1. Modalitati digitale de verificare a plagiatului.

I. Plagiatul, autoplagiatul.

II. Modalitati digitale de verificare a plagiatului.

III. Redactarea lucrarilor academice: integrarea Al.

I. Redactarea lucrarii stiintifice.

I1. Tipuri de cercetare si originalitatea cercetarii.

I. Legislatia in mediul academic.

I1. Proprietatea intelectuala, drepturile de autor, marcile, inventiile, domeniul public,
licentele etc.

I. Redactarea lucrarii stiintifice.

I1. Tipuri de cercetare si originalitatea cercetarii.

I1. Metode de feed-back academic. I'V. Dupa universitate: de la etica academica la etica
afacerilor.

L. Lucrul intr-o echipa de cercetare.

I1. Pricipiile etice ale cercetarii.

. Diseminarea rezultatelor: procesul editorial, reviste stiintifice, baze de date.

Cercetare stiintifica si
practica 1

Prof. Dr.ing.
Lidia Dobrescu

Prof. Dr.ing.
Lidia Dobrescu

Proiectarea si managementul
programelor educationale

Proiectarea circuitelor
integrate de precizie in
tehnologii submicronice

Colaborator Dr.
Cornel
Stanescu

Colaborator Dr.
Cornel
Stanescu

1. Introducere

1.1. Tematica cursului

1.2. Scurt istoric al electronicii cu date importante

1.3. Etapele proiectarii circuitelor integrate de precizie
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P . . Titulari .
Disciplina Titulari curs C e Continut
aplicatii

2. Circuitul integrat CMOS de tip LDO

2.1. Descrierea conceptului

2.2. Parametrii electrici

2.3. Arhitectura unui CI tip LDO

3. Principalele blocuri functionale din circuitul de tip LDO
3.1. Amplificatorul de eroare

3.2. Buffer-ul

3.3. Transistorul serie

3.4. Divizorul rezistiv

3.5.Referinta de tensiune

4. Compensarea in frecventa a circuitului de tip LDO
4.1. Compensarea la iesire

4.2. Compensarea de tip Miller cascoda

5. Protectiile circuitelor de tip LDO

5.1. Protectia ce limiteaza curentul de iesire

5.2. Protectia termica

5.3. Protectia la supra-tensiune pe iesire

6. Zgomotul in circuitele de tip LDO

Functiile dispozitivelor S.1./Lect. Dr. S.1./Lect. Dr. Introducere

semiconductoare Miron Cristea | Miron Cristea | * Electronica functionala — ce este?

*Functie si structura analog-computationala

*Dimensiune si complexitate

Calculul analogic

*Functiile matematice ce provin de la dispozitive semiconductoare
*Masina analogicd, CABs — blocuri computationale analogice
*Programarea prin camp electric, structura FPAA

+Circuite trans-liniare

Modelul abstract al masinii de calcul analogice

elerarhia sinergica analog-computationala




Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si

Tehnologia Informatiei

C . . Titulari .
Disciplina Titulari curs c e Continut
aplicatii

*Familia de dispozitive semiconductoare computationale

Algebra neliniara pe familia de dispozitive semiconductoare

*Computatie IO limitata

*Conditionarea semnalelor

Computatia cu functii matematice date de tranzistoare MOS

*Functii matematice provenite din modelele fizice generale MOS — functia lineara, functia
patratica

*Functii matematice folosite in modelare — arctg, radacing, tanh

*Functii Tn modelele statice in conductie subprag — exponentiale

Computatia cu functii matematice date de tipuri particulare de tranzistoare MOS
*Functii matematice la MOS multi-poarta

*Functii la tranzistoarelor MOS pe suport izolant (SOI)

* Functiile altor tranzistoare de tip MOS: Trench-Gate, SiC

Computatia cu functii matematice date de tranzistoare bipolare

*Functii matematice rezultand din modelele generale pentru tranzistoare bipolare -
exponentiale

*Functii particulare la nivel mic/mare de injectie

*Functii particulare la tranzistorul bipolar SiC

Computatia cu functii date de diode semiconductoare

*Functii matematice pentru dioda p-n - exponentiale

*Functii matematice pentru dioda Schottky - exponentiale

*Functii matematice pentru dioda cu poarta - liniare

*Functii particulare date de elemente parazite - liniare

C1. Introducere in domeniul proiectarii si fabricarii senzorilor

C2. Biodetectia si probleme specifice ale integrarii receptor-traductor
C3. Modele pentru biosenzori potentiometrici si amperometrici

C4. Analiti, receptori, tranductori

C5. Bio-tranzistoare ISFET si Enzyme-FET

C6. Tehnologii de integrare a biosenzorilor

Prof. Dr. Ing. Prof. Dr. Ing.
Biosenzori integrati Cristian Cristian
Ravariu Ravariu
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Disciplina

Titulari curs

Titulari
aplicatii

Continut

Modelarea avansata a
circuitelor analog-digitale

Colaborator Dr.
Mihai Craciun

Colaborator Dr.

Mihai Craciun

1. Introducere

1.1. Tematica cursului

1.2. Prezentare generala a structurii cursului si a obiectivelor specifice

1.3. Prezentarea generala a proiectului

2. Metodologia proiectadrii sistemelor AMS

3. Modelarea comportamentala

4. Testarea semnalelor analogice

4.1. Proprietatile circuitelor analogice

4.2. Testarea circuitelor analogice

5. Testarea sistemelor mixte

5.1. Introducere in conversia DAC si CAD

5.2.Structura circuitelor ADC si DAC

5.3. Specificatii ADC/DAC si modele de erori

5.4.Standardul IEEE1057

5.5., Testarea In domeniul timp

5.6. Testarea in domeniul frecventa

5.7 Standardul IEEE 1149.4 pentru busul de test

6. Concluzii si aplicatii

Modelarea comportamentala a elementelor pasive si active;

Modelarea comportamentala a comparatorului cu histerezis si a circuitelor de intarziere;
Modelarea comportamentala a circuitului de comanda pentru tranzistoare MOS de putere
Modelarea comportamentala a blocurilor de protectie (supra-curent, supra temperatura,
supra-tensiune);

Modelarea comportamentala a circuitelor de consum, rezolvarea erorilor de convergenta;
Verificarea unui model comportamental.

Verificare finala

Proiect de cercetare-
dezvoltare

Colaborator Dr.
Anca-Ionela
Istrate

Colaborator Dr.

Anca-Ionela
Istrate

Consideratii asupra obtinerii materialelor nanostructurate folosind tehnologii avansate.
Investigarea proprietatilor morfologice ale materialelor nanostructurate obtinute.
Investigarea proprietatilor structurale ale materialelor nanostructurate obtinute.
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P . . Titulari Studiul proprietatilor optice ale materiale]or nanostructurate obtinute.
Disciplina Titulari curs o e . . . . . qntlnut .
aplicatii Studiul proprietatilor electrice ale materiatelor nanostructurate obtinute.
Interpretarea si corelarea rezultatelor obtinute.
Colocviu final de laborator.
Cercetare stiintifica si Prof. Dr.ing. Prof. Dr.ing.

practica 2

Lidia Dobrescu

Lidia Dobrescu

Psihopedagogia
adolescentilor, tinerilor si
adultilor

Consiliere si orientare

Procese nanotehnologice
avansate

Colaborator Dr.
Adrian Dinescu

Colaborator Dr.
Adrian Dinescu

Capitolul 1. Introducere

1.1. Tematica cursului

1.2. Prezentare generald a obiectivelor specifice

1.3. Prezentarea generala a proiectului

Capitolul 2. Tehnologii de procesare aditiva/depunere de straturi subtiri cu grosimi
nanometrice:

2.1. Elemente de tehnica vidului

2.2. CVD (depuneri chimice din faza de vapori) atat la presiune scazuta (LPCVD), cat si
depuneri asistate de plasma (PECVD) sau de tip metal-organic (MOCVD),

2.3. PVD - depuneri fizice din stare de vapori ( evaporare termica si evaporare cu fascicul
de electroni) si pulverizare catodica (sputtering)

2.4. Depuneri epitaxiale din faza lichida si din fascicul molecular (MBE)

Capitolul 3. Tehnologii litografice de configurare la scara nanometrica:

3.1. Introducere in litografie si nanolitografie (incluzand metodele SPM si NIL)

3.2. Litografia optica , inclusiv DUV si EUV

3.3. Litografia cu fascicul de electroni

Capitolul 4. Tehnologii de procesare substractiva a nanostructurilor si dispozitivelor.
4.1. Corodare umeda

4.2. Corodare in plasma

4.3. RIE
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c . . Titulari .
Disciplina Titulari curs c e Continut
aplicatii

4.4. DRIE

4.5. Corodare cu fascicul de ioni.

Capitolul 5. Metode de caracterizare la scara nanometrica:

5.1. Microscopia optica

5.2. SEM-microscopia electronica de baleiaj

5.3. TEM-microscopia electronica de transmisie

5.4. AFM- microscopia de forta atomica

5.5. EDX-spectroscopia de raze X in SEM

5.6. XRD- difractia de raze X

5.7. Spectroscopia Raman

Capitolul 6. Tehnologii de fabricatie a jonctiunilor semiconductoare (dopare): metoda
difuziei si metoda implantarii ionice.

Capitolul 7. Fluxuri de fabricatie a unor nanotranzistoare cu efect de camp pe baza de
materiale uni si bidimensionale (nanotuburi de carbon, grafena, MoS2, SnS) si be baza de
nanofire de siliciu, pe substrat de tip SOL.

Cresteri si depuneri de straturi subtiri prin metode chimice: oxidare termica, CVD, ALD
Depuneri de straturi subtiri prin metode fizice: evaporare cu fascicul de electroni si
pulverizare catodica

Corodare in plasma:RIE si DRIE

Deotolitografie

Litografie cu fascicul de electroni

Microscopie electronica de baleiaj: SEM si Metode spectroscopice: EDX, Raman, XRD
Verificare finala

Modelarea proceselor de S.l./Lect. Dr. S.1./Lect. Dr. 1. Introducere

fabricatie pentru proiectarea | Ovidiu George |Ovidiu George |1.1. Tematica cursului

circuitelor integrate Profirescu Profirescu 1.2. Evolutia domeniului circuitelor integrate si perspective viitoare
1.3. Etapele proiectarii circuitelor integrate de precizie

2. Elemente de VLSI

2.1. Elemente de baza in VLSI
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c . . Titulari .
Disciplina Titulari curs c e Continut
aplicatii

2.2. Izolarea structurilor in technologiile CMOS/BICMOS

2.3. Circuite de comanda a portii tranzistoarelor MOS

2.4. Circuite de protectie si control

2.5 Alte circuite (bandgap, oglinzi, multiplicator capacitive)

. Elemente PDK

3.1. Biblioteca primitiva a unui dispozitiv

3.2. Recunoasterea elementelor din modelul tranzistorului MOS

3.3 Date tehnologice (straturi, culori, atribute de descriere, constrangeri de proces, reguli
electrice)

3.4 Manualul regulilor de proiectare

4. Prezentarea mediilor de simulare VLSI

5. Prezentarea regulilor de verificare

6. Prezentarea simularii post layout (extractii parazite PEX si simulari RC)

Dispozitive nanoelectronice | Prof. Dr. Prof. Dr. Introducere. Tematica cursului de dispozitive nanoelectronice. Prezentarea generala a
Dragos Dragos obiectivelor specifice. Prezentarea tematicii proiectului la disciplina dispozitive

Dobrescu Dobrescu nanoelectronice.

Notiuni generale de fizica nanodispozitivelor. Particule, cristale, unde in cristale.

Cresterea structurilor mono si hetero cristaline. Tehnici de fabricare si de masurare ale
nanostructurior.

Mecanisme de transport ale purtatorilor de sarcind in semiconductoare si nanostructuri.
Comportarea electronilor Tn structuri cu dimensiuni nanometrice (gropi, fire si puncte
cuantice).

Dispozitive nanoelectronice: diode cu tunelare rezonantd, nanotranzistoare cu efect de
camp, dispozitive cu transfer al unui singur electron (SET), grafena si dispozitive bazate pe
grafena. Automate celulare bazate pe pucte cuantice.

Aplicatii ale dispozitivelor nanoelectronice in diferite domenii: inginerie, medicina, mediu,
energie.

Alegerea de echipe formate din 2-4 studenti si alocarea temelor de proiect diferentiate
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Activitate de cercetare, realizarea si prezentarea finala a temelor de proiect diferentiate
continand dispozitive nanoelectronice, tehnologii de realizare, aplicatii specifice ale unui
dispozitiv, circuit electronic sau a unui microsistem integrat. Tema poate fi si o extindere a
proiectului de diploma sau o portiune din preocuparile stiintifice pentru realizarea
proiectului de disertatie.

Verificarea proiectelor

Proiectarea circuitelor Colaborator Dr. | Colaborator Dr. | 1. Introducere

integrate analogice Cornel Cornel 1.1. Tematica cursului

Stanescu Stanescu 1.2. Etapele proiectadrii circuitelor integrate

2.Proiectarea analogica in contextul digitalizarii, nivele de abstractizare. Conceptul de
amplificator operational. Istoric: primele amplificatoare operationale in tehnologie
bipolard; schema si analiza performantelor; limitari tehnologice. Primele amplificatoare
operationale in tehnologie CMOS; comparatie cu cele bipolare; limitari tehnologice.
Primele amplificatoare operationale de precizie in tehnologie bipolard; schema si analiza
performantelor.

3.Notiuni avansate despre amplificatoare operationale cu unul sau mai multe etaje,
amplificarea, limitarile domeniului de intrare, viteza de urmarire, rejectia tensiunii de
alimentare, zgomotul in amplificatoarele operationale, tehnici de liniarizare. Reactia, etaje
cu unul sau mai multe tranzistoare cu reactie, stabilizatorul si oscilatorul ca circuite cu
reactie.

4.Tehnologii de fabricatie CMOS, plachete, litografie, oxidare, impurificare, depunere si
corodare, latch-up. Layout si incapsulare.

5.Amplificatoarele operationale de tip ,,rail-to-rail” in tehnologie CMOS; avantaje si limite
ale performantelor.

6.Conceptul de amplificator operational de precizie CMOS cu chopper; arhitectura de baza
si analiza teoretica a functionarii.

7.Descrierea si analiza detaliata a unui amplificator operational de precizie CMOS de
tensiune joasa, cu chopper.
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8.Amplificatorul operational de precizie CMOS de tensiune inaltd, cu chopper; diferente
fatd de cel de tensiune joasa. Directii de dezvoltare ale tehnicilor de circuit Tn
amplificatoarele operationale de precizie CMOS.
9.Etaje diferentiale ce includ circuite de tip constant-gm; principiul de functionare;
performante; avantaje si dezavantaje.
Descrierea si calcularea parametrilor electrici ai circuitelor integrate CMOS de tip
amplificatoare operationale cu chopper
Evaluarea prin calcul teoretic a unor parametri electrici
C1. Prezentarea evolutiei tranzistoarelor pe filme organice si nanocompozite
. . Prof. Dr. Prof. Dr. C2. Tehnologii generatoare de materiale nanocompozite si semiconductori organici
Tranzistoare pe filme e - . . . . . )
. . Cristian Cristian C3. Tranzistoare cu nano-filme inclusiv SOI si nanocompozite
organice si nanocompozite . . . . .
Ravariu Ravariu C4. Tranzistoare cu filme organice
C5. Tehnici de simulare a tranzistoarelor cu filme organice
Prezentarea regulament ETTTI proiect disertatie
. . .o Reguli de citare in document, redactare, referirefiguri,bibliografie, concluzii, anexe
Proiect integrator de Prof. Dr.ing. Prof. Dr. Lidia 8 & &

cercetare

Lidia Dobrescu

Dobrescu

Diagrame GANTT
Prezentarea datelor, elemente de originalitate, reguli de prezentare orala
Verificare finala

Cercetare stiintifica si
practica 3

Prof. Dr.ing.
Lidia Dobrescu

Prof. Dr.ing.
Lidia Dobrescu

Didactica domeniului si
dezvoltarii n didactica
specializdrii (Tnvatamant
liceal, postliceal)

Educatie interculturala

Practicd, cercetare si
elaborare disertatie
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Practica pedagogica de
specialitate in Tnvdtdmantul
preuniversitar (Invatamant
liceal, postliceal)

Examen de absolvire:
Nivelul II




